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【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年9月6日(2013.9.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２４】
　さらに、図１Ｂに示されるように、縦型チャネルメモリー１００は基板１１０ａの上に
位置する厚膜酸化物層１５０を持つ。本発明の本実施形態においては、厚膜酸化物層１５
０は酸化ケイ素からできている。厚膜酸化物層１５０は、基板１１０ａが電気的に接続さ
れるのを防ぐことにより、リーク電流の発生を防止する。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４４】
　次に、図５Ｆを参照する。厚膜酸化物層１５０は、基板表面が電気的に接続されるのを
防ぐことにより、リーク電流の発生を防止する。工程６０６に示されているように、チャ
ネル１１２の上にある第二窒化物パターン物層１３０ｂとパッド酸化物層１２０ａからな
るキャップ層１４０が取り除かれる。この工程は、熱リン酸（Ｈ３ＰＯ４）で達成するこ
とも可能である。その間に、好ましくは、パッド酸化物層１２０ａが取り除かれる。この
工程は、フッ化水素酸（ＨＦ）で達成することができる。第二窒化物パターン層１３０ｂ
とパッド酸化物層１２０ａの除去は、厚い酸化物層１５０の形成の前でも後でもよい。
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